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研究成果の概要（和文）：　塗布型薄膜トランジスタの実用には5 μm程度の短チャネル長で移動度が1 cm�Vsを超える
素子特性が必要となる。新規に開発した塗布型有機半導体を用いたトップゲート構造薄膜トランジスタにおいて、チャ
ネル長5 μmにおいて、最高線形移動度1.5 cm�Vsを達成し、本研究で掲げた数値目標を達成し、実用化への端緒を拓い
た。

研究成果の概要（英文）：The device characteristic in which mobility exceeds 1 cm�Vs at the short channel l
ength about 5 ¥mu m is necessary for practical use of organic thin film transistors. In thin film transist
ors with top-gate configuration and with channel length of 5 ¥mu m fabricated using a newly developed orga
nic semiconductor, we have obtained the highest field effect mobility of 1.5 cm�Vs in the linear regime of
 the top-gate transistors. We stress that we have achieved the target value for the field-effect mobility 
and thereby we have opened new era for the application of organic thin-film transistors
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１．研究開始当初の背景 

薄膜トランジスタのチャネル長が短くな
ると、理想的にはトランジスタの抵抗が減少
し、交流駆動時の遮断周波数はチャネル長の
２乗に反比例して大きくなる。また、トラン
ジスタの占有面積も小さくなる。ところが、
現在研究されている有機薄膜トランジスタ
では、素子作製の簡便さからチャネル長は数
10～数 100μm が多い。トランジスタのサイ
ズ縮小とそれにともなう駆動特性向上は素
子の集積化の可能性を拓くだけでなく、液晶
や有機発光ダイオードによるディスプレイ
用画素駆動トランジスタとしても開口率へ
の向上につながる。 

残念ながら、現在では、ディスプレイ駆動
素子サイズの目安となるチャンル長 5μm の
トランジスタで移動度が 1 cm2/Vs を再現性
良く実現できた報告は申請者が知る限り存
在しない。塗布プロセスでこの特性を有する
トランジスタが再現性良く作製できれば塗
布型薄膜トランジスタの応用が爆発的に進
展すると期待できる。 

 

２．研究の目的 

 塗布型薄膜トランジスタの実用には 5 µm 

程度の短チャネル長で移動度が 1 cm2/Vs を
超える素子特性が必要となる。しかし、実用
上重要となるこの指標が実現できていない。
本研究では、接触抵抗の低減とチャネル移動
度の増大を有機半導体への MoO3 ナノ粒子
添加のみの極めて簡便な手法により同時に
実現しようとする挑戦的課題である。MoO3 

ナノ粒子を添加することにより有機半導体
の結晶性の向上（チャネル移動度の上昇、チ
ャネル抵抗の減少）、有機半導体/ソース・ド
レイン電極間の接触抵抗の低減（MoO3 と有
機半導体との電荷移動を利用）を実現するこ
とにより高移動度、短チャネル薄膜トランジ
スタを実証する。 

 

３．研究の方法 

１ ） MoO3 ナ ノ粒 子添 加 2,7-dioctyl[1] 
benzothieno[3,2-b][1]benzothiophene (C8- 
BTBT)ハイブリッド半導体を用いた薄膜トラ
ンジスタ作製および高移動度の実証 
MoO3 ナノ粒子添加 C8BTBT ハイブリッド半

導体により薄膜トランジスタを作製する。ガ
ラスあるいはフレキシブルな基板上にソー
ス・ドレイン電極（Au）を作製する。この基
板上に MoO3ナノ粒子添加 C8BTBT ハイブリッ
ド半導体溶液をスピンコート法などの塗布
プロセスで製膜する。この場合の半導体膜厚
は 50 – 100 nmとする。ハイブリッド半導体
上に絶縁膜として、アモルファスフッ素系高
分子である CYTOPTM(旭硝子、CTL-809M) をス
ピンコート法により塗布し，ゲート電極には
Al電極を用いる。CYTOP は有機半導体層が難
溶であるフッ素系溶媒に溶解しており、ハイ
ブリッド半導体表面に塗布してもトランジ
スタ特性に悪影響を与えない。 

２）高移動度、短チャネル薄膜トランジスタ
のトランジスタ特性の作製、評価 
 前述のとおり、薄膜トランジスタのディス
プレイ等への応用には、チャネル長 5 µm に
おける移動度が、重要な指標となる。塗布成
膜可能な有機半導体材料を用いて、スピンコ
ートによる簡便なプロセスで、チャネル長
5µm の短チャネルトップゲート・ボトムコン
タクト型 OFET作製、評価し、移動度 1 cm2/Vs

を超えることを目指す。 
 
３）埋め込み電極を有する薄膜トランジスタ
の低電圧駆動の実証 
 トップゲート・ボトムコンタクト構造にお
いて埋め込み型のソース/ドレイン電極を形
成することで、半導体層の平坦化、薄膜化が
可能である。埋め込み電極を用いることで、
半導体層、絶縁層を薄膜化し、薄膜トランジ
スタの低電圧駆動を実証する。 
 
４．研究成果 
 MoO3ナノ粒子はMoO3粉末のクロロベンゼン
溶液の上澄み液から抽出した。この MoO3ナノ
粒子クロロベンゼン溶液とC8-BTBTクロロベ
ンゼン溶液 (C8BTBT 濃度 2 wt%)を重量比
１：１で混合し、MoO3ナノ粒子添加有機半導
体溶液を得た。ガラス基板上に架橋剤
poly(melamine-co–formaldehyde) を添加し
た poly(4-vinylphenol) （PVP) 溶液をスピ
ンコートし、熱硬化させた。ソース・ドレイ
ン電極として Cr、Au の順に真空蒸着し、電
極基板を作製した。なお、Cr 層は Au 電極と
基板との密着性を向上させる密着層として
用いた。作製した基板に前述の MoO3ナノ粒子
添加C8-BTBT溶液  をスピンコート法により
塗布、乾燥させることで有機・無機ハイブリ
ッド半導体層を形成した。その後、ゲート絶
縁層としてCYTOPをスピンコート法により塗
布し、乾燥させた。最後にゲート電極として
Alを真空蒸着した 。 
 

 
図１ MoO3ナノ粒子添加 C8-BTBT 薄膜トラン
ジスタの構造 
 

比較対象として、MoO3ナノ粒子を含有しな
い C8BTBT クロロベンゼン溶液を用いた薄膜
トランジスタも作製した。すなわち、同様な
Cr/Au のソース・ドレイン電極を有するトッ



プゲート型 C8-BTBT 薄膜トランジスタも作
製した。Au 電極の膜厚は 40 nm 程度とした。
なお、薄膜トランジスタのチャネル幅 W は 3 
mm とし、チャネル長 Lは 350 μmとした。ト
ランジスタ測定は酸素や水分の影響を防ぐ
ためにグローボックス内 (窒素雰囲気中、露
点約-80 ℃) で行った。 
 MoO3ナノ粒子添加 C8-BTBT 薄膜の偏光顕微
鏡観察を行った。図２に示す通り、MoO3ナノ
粒子を分散させた C8BTBT 薄膜は、MoO3ナノ粒
子を添加していない C8BTBT 薄膜に比べて微
結晶のサイズが小さくなり、微結晶のサイズ
のばらつきが減少し、均一な微結晶薄膜が製
膜できた。 

 
図２ MoO3ナノ粒子添加 C8-BTBT 薄膜の偏光
顕微鏡写真（左図）および MoO3ナノ粒子無添
加 C8-BTBT 薄膜の偏光顕微鏡写真（右図） 
 
図3にMoO3ナノ粒子添加C8-BTBT薄膜トラ

ンジスタの伝達特性 (ID－VG 特性) 及び出力
特性(ID－VD特性) を示す。MoO3ナノ粒子添加
C8-BTBT 薄膜トランジスタの伝達特性は、ゲ
ート電圧 VGの掃引に対して、殆どヒステリシ
スを示さず、MoO3ナノ粒子無添加 C8-BTBT 薄
膜トランジスタの伝達特性と同様に高い動
作安定性が得られることが分かった。また、
MoO3ナノ粒子添加 C8-BTBT 薄膜トランジスタ
では、－15V 程度の閾値電圧、107以上の高い
オンオフ比を示し、電界効果移動度は最高で
2.1 cm2/Vs、平均で 1.3±0.30 cm2/Vs が得ら
れた。MoO3ナノ粒子無添加 C8-BTBT 薄膜トラ
ンジスタ特性と比較すると、閾値電圧（-2 V
程度の低い閾値電圧）が大きく、移動度（平
均で 3.2±0.31 cm2/Vs）も低下することが分
かった。 
 

 
 

 
図３ MoO3ナノ粒子添加 C8-BTBT 薄膜トラン
ジスタの伝達特性 (ID－VG 特性) 及び出力特
性(ID－VD特性) 
 

チャネル長 5µm の短チャネルトップゲー
ト・ボトムコンタクト型薄膜トランジスタに
より移動度 1 cm2/Vs を超えることを目指す
ため、新規な塗布型有機半導体を用いて薄膜
トランジスタを作製した。図１と同様な構造
を有する薄膜トランジスタを作製した。PVP
層を成膜し、PVP 層上部にCr/Au ソース-ドレ
イン電極を形成した後、電極からの電荷注入
を促進するため、Pentafluorothiophenol 
(PFBT)をスピンコートし単分子膜層を形成
した。有機半導体溶液 (JKOS-06h, 日本化薬 
(株))をスピンコートし、乾燥させ、その後、
ゲート絶縁膜としてCYTOP層をスピンコート
法により成膜し、Alゲート電極を真空蒸着に
より形成した。 

 
図４ 新規な塗布型有機半導体による薄膜
トランジスタの伝達特性 
 
 図４に作製した薄膜トランジスタの伝達
特性を示す。同図の伝達特性より、オン/オ
フ比が 107 以上、線形領域における電界効果
移動度は最高で 1.5 cm2/Vs を示した。チャネ
ル長 5 µm の薄膜トランジスタにおいてヒス
テリシスのない良好な動作特性を示し、かつ、
目標とした移動度を上回る移動度を達成す
ることができた。 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図５ 埋め込み電極を有する薄膜トランジ
スタの構造 
 
図５に埋め込み電極を有するトップゲー

ト型 C8-BTBT 薄膜トランジスタの構造を示
す。埋め込み電極の作製は、ガラス基板上に
形成した熱硬化PVP層をフォトリソグラフィ
及びドライエッチングを用いてパターニン
グし、その後、Cr/Au を真空蒸着することで
行った。作製した基板上に C8-BTBT 溶液 (ク
ロロベンゼン溶媒 0.5 wt%) をスピンコート
し (膜厚は 40 nm 以下)、乾燥後、CYTOP 溶液
(3 wt%)をスピンコートにする(膜厚は 100 nm
以下)ことで、それぞれ半導体層及びゲート
絶縁膜を形成した。最後にAlを真空蒸着し、
ゲート電極を作製した。 
 

 
図６ 埋め込み電極を有する薄膜トランジ
スタの伝達特性 
 
 図６に埋め込み型のソース/ドレイン電極
を用いて半導体層及び絶縁層の薄膜化を行
ったトップゲート型 C8-BTBT 薄膜トランジ
スタの伝達特性を示す。ドレイン電圧が-10V
において得られたトランジスタ特性(チャネ
ル長 75 μm)は、オンオフ比が 106程度とな
り、良好な特性が得られた。また、電界効果
移動度は 2.5 cm2/Vs が得られ、低電圧におい
ても高い移動度が得られることが分かった。
電極の段差が影響しない埋め込み電極を用
いることで、半導体層、絶縁層を薄膜化する

ことが可能となり、低電圧駆動デバイスが実
現できた。 
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